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Visao Geral

Definicao
* Termo geneérico para designar um conjunto de
componentes de um sistema computacional

capaz de armazenar dados e programas de forma
temporaria ou permanente.



memoria

* Principais caracteristicas

Localizacao

Interna (por exemplo, registradores do processador, memonia principal,

cache;

Externa {por exemplo, discos opticos, discos magnéticos, fitas)
Capacidade
Numero de palavras
Numero de bytes
Unidade de transferéncia
Palavra
Bloco
Método de acesso
Sequendal
Direto
Aleatorio

Associativo

Desempenho
lempo de acesso
lempo de ado
laxa de transferénda
Tipo fisico
Semicondutor

Magnetico

Optico

Magneto-optico
Caracteristicas fisicas
Volatil/ndo volatil
Apagavel/nao apagavel
Organizacdo

Modulos de memonia




Memoria
e Cache e Memoria Principal

Memdéria
Cache

Memédria principal

() Cache Onica

Cache de Meméeia
nivel 1{L1 nivel 2 (L2) nive 3) principal

Rapida

(b) Osganizacao de cache em trés nives



Hierarquia de Memoria

Hierarquia de memoria
» Sistema de computacao equipado por uma hierarquia de
subsistemas de memoria:
*Internas: acessiveis diretamente pelo processador
(memoaria principal).
» Externas: acessiveis pelo processador por meio de um
modulo de E/S (memoria secundaria ou auxiliar).



Hierarquia de Memoria

Hierarquia de meméoria

* Relagao entre sistemas de memoria:

* Tempo de acesso mais rapido, maior custo por bit.
* Maior capacidade, menor custo por bit.

* Maior capacidade, tempo de acesso mais lento.



Memoria

Hieraquia de meméria Registradores

* Visao top down da hierarquia:

* Diminuicao do custo por
bit.

* Aumento da capacidade.

* Aumento do tempo de
acesso.

* Diminui a frequéncia de
acesso a memoria




Memoria interna

Definicao
 Meméria principal (ntucleo ou core).
« Tempo de acesso e capacidade menores.
« Armazena dados temporarios.
* Memoria de acesso aleatorio semicondutora:
* RAM dinamica (DRAM - Dynamic Random Access Memory)
Mais lenta, densa e barata.

* RAM estatica (SRAM - Static RAM) semicondutora:
Mais rapida, menos densa e cara, memaoria cache.



Memoria
e Operacao basica de uma memaoria semicondutora

. P ropriedades - Conirole Controle
» Dois estados binarios: 0e 1.
* Permitem serem escritas e lidas.

Enirada Suida

@ Tel'm i l'laiS funCiOnaiSI meleciomnar de dados seleconr che dados

» Selecao: seleciona uma célula
para leitura ou escrita.

= Controle: indica leitura ou
escrita.




Memoria interna

Tipo de memaria

Memona de acesso

aleatorio (RAM)

Memona somente

de lentura (ROM)

ROM programavel (PROM —
do inqlés, Programmatie ROM)
PROM apagave! (EPROM do
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PROM eletncamente apagavel
(EEPROM — do Inglés,
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Memona flash

Categoria

Memona de
eitura-gravacao

Memdria
somente

de lejitura

Memoria
pnncpalmente

de lejtura

Apagamento

Eletricamente, em

nivel de byte
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de chip

Eletncamente,

em nivel de byte

Eletnicamente,

em nivel de bloco

Mecanismo de Volatilidade
gravacao

Eletricamente Volatil

A A~ - -~
"v '(_A"_)’._r_‘.r(_._)

Eletnicamente




Memoria interna

Temporizacio e contrale

Contador
de refresh

Buffer de

Array de memidria
endereco (2,048 ¢ 2,048  4)
de linha .

Bufler
de cntrada
de dados
Bulfer de Buller de
\.i|i51'1'| 1_i|_'
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Memoria interna

Codigo de correcao de erro

« Sistema de memaoéria semicondutora esta sujeito a erros.

« Falhas permanentes: defeito fisico permanente em 0 ou 1.

« Erros nao permanentes: evento aleatério, nao destrutivo,
altera o conteudo de uma ou mais células de memoria sem
danificar a memoria.



Memoria interna

* Funcao do codigo de correcao de erro

+ Palavra de M bits ks
« Codigo de K bits
« Palavra armazenada:
M+K bits.
« Comparacao:
* Nenhum erro
detectado.
* Erro detectado é
possivel corrigir.

Saida de dados

Entrada de dados M

%
v

* Erro detectado, J




Memoria interna

e Codigo de correcao de erro Hamming (SEC — Single Erro Correcting)

(a) 4 bits de dados.

(b) Regides restantes sao bits
de paridade (par 0, impar 1).

(c) Erro muda um bit entre os
circulos Ae C.

(d) Deteccgao de erro pelos
circulos Ae C.




Memoria interna

* Aumento do tamanho da palavra com correcao de erro

i Correcao de erro unico/
Corregdo de erro Unico Hardents b Hubt




Memoria interna

e Codigo SEC-DEC Hamming (double-erro-detecting)

(a) 4 bits de dados.

(b) Regides restantes sao
bits de paridade (par 0,
impar 1).

(c) Erro duplo.

(d) Deteccao de erro pelos
circulos B e C.

(e) Erro adicional

(f) Deteccgao por bit de
paridade extra.




Memoria externa

* Cabeca de gravacao indutora/leitora magnetorresistiva

« Dispositivo magneético. Corrente

de leitura

* Eletricidade produz campc N
magnético que magnetiza o fde gravago
uma area de gravacao. ™

* Pulsos elétricos enviados
a cabeca de gravacao.

« MR: sensor
magnetorresistivo de
leitura em que resisténcia
elétrica depende da
direcao de magnetizacgao.




Rotacio
Lacuna intertrilhas _g—"""—~—__ Trilha

Memoria externa

Layout de dados de disco

« Trilhas : conjunto de anéis
conceéntricos.

« Setores: transferéncia de dados
(512 bytes).

« Lacunas: espacamentos entre
trilhas e setores.

Cilindro




Memoria externa

* Formato do disco

Setor fisico 0 Setor fisico | I I Setor fisico 29 I l

Cam-

- —— .
600 bytes/setor

Byte de
sincronismo

Byte de
SInCromisnm Dados




Memoria externa

* Operacao do CD

« Utiliza laser de baixa poténcia. [k

protetor Ridtulo

« Sulco: superficie aspera,
espalha a luz.

* Pista: superficie lisa, reflete o
raio com maior intensidade.

* Mudanca entre sulcos e pistas Phéstico : Jonafnbo
detectada por fotorresistor e Al
convertida em um sinal digital.

+ Capacidade de CD-ROM 682 ORI
MB. receprdio de laser




